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MOSFETs (Cont’d

Min. Max. Max. Min. Max. Max.
Verass TbsoN) Vasith) Part Verass TDs©EN) Vasgn) Part
(\}) (.(S.) (VS Channel Number (&S.) (vsm Channel Number
230 20 - N BSS129 240 10 2.0 N VN24°10L
240 45 25 N 2N7007 350 12 1.8 N TN3512L
240 6 -45 N ND2406L 350 15 1.8 N VN3515L
240 10 -25 N ND2410L 400 12 1.8 N TN4012L
240 10 1.8 N TN2410L 400 12 1.8 N VN4012L
240 6 2.0 N VN2406L 500 300 45 N VN5S0300L

Min. Max. Max. Min. Max. Max.
Vierass foson)  Vasan Part Vierass foson  Vasin) Part
Channel (\}) (.(S.) Number Channel (\}) (.(S.) Number
P -80 5 -45 VP0808M N 60 75 25 VN2222LM
P -80 5 -45 VP1008M N 80 4 2.0 VNO808M
P -30 25 -45 VPO300M N 120 6 2.0 VN1206M
N 30 12 25 VNQ300M N 120 10 20 VN1210M
N 60 3 2.0 VNOG606M N 240 6 2.0 VN2406M
N 60 5 25 VN10KM N 240 10 2.0 VN2410M
N 60 5 25 VN10LM

Min. I'Max. Max. v Min. rMax. \I,Wax.

Channel V‘B('\'}? 5 D(?(S-(;N) Ve N:;ger Channel (B(W s D(“.S(SSSN) v Ntrnz:ger
N -90 5 -45 VvQ2006J N/P 30 0.5 -45 VQ3001P
N -60 5 -45 VQ2004J N 60 3 2 TQ1004J
N -30 2 -45 VvQ2001J N 60 55 25 VvQ1000J
N -30 2 -45 VQ2001P N 60 55 25 VQ1000P
N 20 3 - vQ7254) N 60 35 25 VvQ1004J
N 30 22 2.0 TQ1001J N 60 35 25 VQ1004P
N 30 1 25 vQ1001J N 90 45 25 VQ1006J
N 30 1 25 VQ1001P N 90 45 25 vQ1006P

N/P 30 05 -45 VvQ3001J
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